
10. Углеродные наноматериалы
Влияние дефектов и примесных комплексов, создаваемых контролируемым образом, на оптические и электрофизические свойства графена, синезированного на 6Н-SiC
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Потенциальные возможности структурно-совершенного графена очень велики, однако наличие структурных дефектов, которые могут появиться во время роста или последующей обработки, ухудшают характеристики приборных структур на его основе. Мы сообщаем о результатах исследований, направленных на изучение влияния точечных дефектов и их комплексов с основными примесями, созданных контролируемым образом, на характеристики слоёв графена и структур на его основе. В качестве объекта исследований изучались пленки графена, выращенные на подложке  карбида кремния (6H-SiC) методом сублимации в вакууме [1,2]. Были использованы различные методы создания собственных дефектов, в том числе: облучение ионами He+ c энергиями 0.5 и 2.0 кэВ; быстрыми электронами с энергией 1 МэВ; а также протонами (диапазон энергий 25–150 кэВ). Для введения примесей была применена ионная имплантация.
Исследования атомной природы собственных дефектов, примесных центров и комплексов осуществлялись методами оптической спектроскопии и электрическими методами (I–V характеристики, эффект Холла, магнетосопротивление). Определение доминирующих типов взаимодействия собственных дефектов с основными легирующими примесями в графене позволит лучше понять их влияние на его электрофизические и оптические свойства. Мы рассчитываем, что результаты наших исследований будут способствовать развитию технологии создания высококачественных приборных структур на основе графена. 
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Рис. 1. Спектры КРС исходного слоя графена, синтезированного на подложке 6Н-SiC, и слоев графена, облученных ионами He+ с энергиями 2.0 и  0.5 кэВ с различными дозами. Из спектров удалены полосы, обусловленные вкладом подложки 6Н-SiC.
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